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I;')ETERMINAC;AO DO PODER DE FREAMENTO DO OXIGENIO EM SILICIO USANDO FEIXE DE
249 IONS. Rodrigo Parizotto, José H. R. Santos, Leandro L. Araujo, Moni Behar (Laboratério de Implantagdo I6nica,
Instituto de Fisica, UFRGS).

A industria microeletrdnica, cuja participacéo no PIB norte-americano tem superado a industria automobilistica, esta
fortemente subordinada a pesquisa que procura, além de outros objetivos, mais informagdes sobre o comportamento de
semicondutores. Um método utilizado na fabricacdo de microprocessadores utiliza implantagéo idnica e o estudo da penetragdo de
fons em materiais como o silicio, constitui alvo de interesse. O poder de freamento € um paradmetro que carrega a informacéo de
quanto um fon é freado ao penetrar em uma amostra. E importante destacar que ndo existem, até entfo, dados confiaveis de perda
de energia (e conseqiientemente de alcance de penetragdo) de oxigénio em silicio. Utilizando o acelerador de particulas Tandetron
de 3MeV do Laboratério de Implantacdo Ionica (Instituto de Fisica da UFRGS), expomos uma amostra de silicio amorfo a um
feixe de ions de oxigénio de energia variavel entre 300 keV e 10 MeV. Conjuntamente ao feixe de ions, temos um sistema de
marcadores de ouro implantados na amostra e a técnica de retroespalhamento Rutherford. Desta forma torna-se possivel a
determinacdo do poder de freamento do oxigénio em silicio, mudando pardmetros como geometria da amostra ou do detector.
(CNPg-PIBIC/UFRGS).
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